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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年11月18日(2010.11.18)

【公開番号】特開2009-194295(P2009-194295A)
【公開日】平成21年8月27日(2009.8.27)
【年通号数】公開・登録公報2009-034
【出願番号】特願2008-35868(P2008-35868)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｓ   5/042    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  33/36     (2010.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｓ   5/042   ６１２　
   Ｈ０１Ｌ  33/00    　　　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成22年10月1日(2010.10.1)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｎ型窒化物半導体層と、
　前記ｎ型窒化物半導体層上に設けられた所定の波長を有する光を発する発光層と、
　前記発光層上に設けられたｐ型窒化物半導体層と、
　前記ｎ型窒化物半導体層と電気的に接続されたｎ電極と、
　前記ｐ型窒化物半導体層と電気的に接続されたｐ電極とを備え、
　前記ｎ電極は、前記ｎ型窒化物半導体層に近い側から順に第１層、第２層、第３層とが
それぞれ積層された積層膜であり、
　前記第１層は、厚さが１ｎｍ以上、５ｎｍ以下の範囲を有する窒化アルミニウムからな
り、
　前記第２層は、Ｔｉ、Ｚｒ、Ｈｆ、Ｍｏ及びＰｔから選ばれる１以上の金属からなり、
　前記第３層は、Ａｕからなることを特徴とする窒化物半導体発光装置。
【請求項２】
　前記ｎ電極と前記ｎ型窒化物半導体層とを接続する電気的特性は、オーム性であること
を特徴とする請求項１記載の窒化物半導体発光装置。
【請求項３】
　前記ｎ電極の前記第２層は、前記ｎ型窒化物半導体層に近い側にＴｉが配置され、遠い
側にＰｔが配置された二層構造であることを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体発光
装置。
【請求項４】
　前記窒化アルミニウムは、前記ｎ型窒化物半導体層の表面の少なくとも一部が露出する
ように島状に設けられていることを特徴とする請求項１記載の窒化物半導体発光装置。
【請求項５】
　前記ｎ電極は、前記ｎ型窒化物半導体層の前記ｎ型窒化物半導体層に近い側の表面、も
しくは前記表面に対向する側の裏面に設けられていることを特徴とする請求項１記載の窒
化物半導体発光装置。
【請求項６】
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　前記窒化物半導体発光装置は、発光ダイオード（LED）であることを特徴とする請求項
１記載の窒化物半導体発光装置。
【請求項７】
　前記窒化物半導体発光装置は、レーザダイオード（LD）であることを特徴とする請求項
１記載の窒化物半導体発光装置。
【請求項８】
　ｎ型窒化物半導体層上に、所定の波長を有する光を発する発光層を形成する工程と、
　前記発光層上に、少なくともｐ型不純物が添加されたｐ型窒化物半導体層を形成する工
程と、
　前記ｐ型窒化物半導体上にｐ電極を形成する工程と、
　前記ｎ型窒化物半導体層の一表面上に、前記ｎ型窒化物半導体層に近い側から順に窒化
アルミニウムからなる厚さが１ｎｍ以上、５ｎｍ以下の範囲である第１層と、Ｔｉ、Ｚｒ
、Ｈｆ、Ｍｏ及びＰｔから選ばれる１以上の金属からなる第２層と、Ａｕからなる第３層
とのそれぞれを積層する工程と、
　前記積層する工程の後に、前記ｎ型窒化物半導体層に熱処理を施す工程とを具備するこ
とを特徴とする窒化物半導体発光装置の製造方法。
【請求項９】
　前記熱処理の温度範囲は、４００℃～６００℃であることを特徴とする請求項８記載の
窒化物半導体発光装置の製造方法。
【請求項１０】
　前記窒化アルミニウムは、スパッタ法により形成されることを特徴とする請求項８記載
の窒化物半導体発光装置の製造方法。
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